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Mit Hilfe von kombinierten rastersondenmikroskopischen, elektrochemischen und EDX-Messungen wurde die
Rolle der priméren und sekundéaren Keimbildung sowie die des Kristallwachstums bei der galvanischen

Metallfilmbildung an verschiedenen Modellsystemen (AG(1 1)/Pb2+, Au/Ag(111)/Agt, n-Si/th)/Cu2+, n-
Si(hkl)/Cd2+und n-Si(111)/[AG(CN)2]") untersucht.

Die dabei erzielten Ergebnisse demonstrieren die grundlegende Bedeutung der Kombination der
elektrochemischen und rastersondenmikroskopischen Methoden zur Aufklarung der Rolle der Keimbildung und
des Kristallwachstums bei der galvanischen Metallschichtbildung. Die Wachstumskinetik der 3D Pb-Bulkphase

im System AG(11 1)/Pb2+ konnte durch in-situ AFM-Untersuchungen charakterisiert werden. Kinetische
Untersuchungen zur primaren und sekundaren Keimbildung in Systemen mit n-Si-Substraten haben gezeigt,
daB die Clusterdichte und die resultierende KorngrdBe durch die Anwendung einer Doppelpulstechnik gesteuert
werden kénnen. Das sogenannte "Dynamic Scaling"-Konzept wurde erfolgreich zur Charakterisierung der
Morphologieentwicklung wahrend der Anfangsstadien der elektrochemischen Abscheidung von amorphen Ni/P-
Filmen eingesetzt. Die Harte und der Elastizitdtsmodul der Schichten konnten mit Hilfe von AFM-
Nanoindentermessungen charakterisiert werden. Die hohe Ortsauflésung der Methode ermdglicht eine
Durchfihrung von Hartemessungen an diinnen Metallfiimen. Ergdnzende EDX-Untersuchungen lieferten
Information Uber die Zusammensetzung galvanischer Legierungsschichten.

Die erzielten Ergebnisse kénnen zur Optimierung etablierter und zur Entwicklung neuer
Metallisierungstechniken sowie zur Qualitatskontrolle galvanischer Metallfilme erfolgreich eingesetzt werden.

Bearbeitet wurde das Forschungsthema von 2/99 bis 10/01 am Institut fiir Physikalische Chemie und
Elektrochemie an der Universitéit Diisseldorf (UniversitatsstraBBe 1, 40225 Disseldorf, Tel.: 0211/81-13686)
unter Leitung von Dr. G. Staikov (Leiter der Forschungsstelle Prof. Dr. J. W. Schultze).
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